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[背景] Sapphire(α-Al2O3)基板は GaN 成長に用

いられているが，GaN との格子不整合が 13%

と大きい[1][2]．Sapphire と同じコランダム構

造である α-Ga2O3 は，GaN との格子不整合が

9％と Sapphire に比べて小さく，Sapphire 基板

上 GaN 成長用緩衝層に期待される．しかし，

一般的な GaN の成長温度が 700C 以上である

のに対し，α-Ga2O3は 600C で相転移する [3] 

[4]．Sapphire は熱的に非常に安定 [1] である

ことから，我々は α-Ga2O3と α-Al2O3の混晶で

ある α-(AlGa)2O3に着目した． 

本研究では，ミスト CVD 法を用いて成長し

た α-(AlGa)2O3の熱安定性について評価を行い，

同材料の GaN 用バッファ層としての有効性に

ついて検討を行ったので報告する．  

[ 実 験 方 法 ] ミ ス ト CVD 法 に よ り

(0001)Sapphire 基板上に α-(AlGa)2O3 の成長を

行った．Al の原料は Al(acac)3粉末を少量の塩

酸を加え，超純水で溶かした水溶媒のものを使

用した．Gaの原料も Alと同様のものを使用し

た．この二つの原料を混ぜ合わせたものを

α-(AlGa)2O3 の原料にして使用した．この原料

を超音波振動子でミスト状にして，キャリアガ

ス (O2) 2.0 L/min. および希釈ガス (O2) 2.0 

L/min. を用いて 470 ˚Cに熱せられた反応炉に

送り，成長を 1 時間行った．製作した

α-(AlGa)2O3をMBE装置中で昇温を行い，熱安

定性について評価を行った． 

[実験結果と考察] 図 1に α-(AlGa)2O3/Sapphire

の XRD 2θ‐θ測定結果を示す．2θ‐θ測定結果

からヴェガード則を用いて Al 組成が 20%の

α-(AlGa)2O3 であることが分かった．この

α-(AlGa)2O3は 730 ˚Cまで昇温を行ったところ

若干の相分離もしくは構造変化は見られるが，

α相を保つことができた． 

この結果から α-(AlGa)2O3の Al 組成を高める

につれて相転移温度の上昇が見込まれる．また，

α-(AlGa)2O3の Al組成が 20%程度あれば，その

熱的安定性を活かし，Sapphire 基板上 GaN 成

長用緩衝層に用いることができると期待され

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.  Al組成比およそ 20%における

-(AlGa)2O3の昇温前および昇温後 

の 2θ‐θ測定結果. 
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